Анализ резистивного переключения тонких пленок SiOx
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В последнее время внимание ученых привлекают мемристоры – структуры, сопротивление которых зависит от протекшего через них электрического заряда, а вольтамперные характеристики имеют гистерезисный вид [1]. За счет своих уникальных свойств мемристоры являются перспективными кандидатами на использование в нейронных сетях в качестве синапсов [2, 3], а также в запоминающих устройствах нового поколения. Большое распространение получили мемристоры на основе оксидов металлов, в том числе на оксиде кремния [4], являющимся одним из самых часто встречающихся материалов в электронике, что делает его привлекательным и для использования в мемристорах. Однако механизм резистивного переключения в нестехиометрических оксидах кремния до конца еще не развит. В данной работе изучаются электрофизические свойства пленок SiOx, созданных методом термического осаждения.
Пленки оксида кремния напылялись на установке Sputter-coatter. Распыление производилось в вакууме ~10-5 Па на сильнолегированную подложку кремния p-типа проводимости. Толщина пленок измерялась методом эллипсометрии и составляла примерно 60 нм. Для проведения электрофизических измерений методом магнетронного распыления на поверхность пленок в качестве верхнего электрода напылялся Ti. Нижним электродом служила сильнолегированная подложка кремния.
 Проведенные измерения показали, что в исследованных структурах наблюдается нелинейная вольтамперная характеристика, а значения сопротивления образцов зависят от их предыстории: от величины поданных ранее импульсов напряжений. Это указывает на перспективы использования изучаемых структур в спайковых нейронных сетях.
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